Исследование спектров отражения антимонида индия, легированного Fe
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Полупроводники А3В5, сильнолегированные атомами переходных элементов, являются перспективными материалами спинтроники. Слои InSb:Fe получали на подложках i-GaAs(100) методом импульсного лазерного напыления. При этом варьировались температура подложки Ts и концентрация железа. Контроль кристаллического состояния слоев выполнен по исследованию оптических свойств в диапазоне длин волн от 200 до 1800 нм. Спектры отражения измерялись на приборе Agilent Cary 6000i. Полученные спектры были нормированы на отражение от пленки Al, нанесенной на полированный Si.
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	Рис. 1. Спектры отражения монокристаллического InSb и слоев InSb:Fe при концентрации Fe 12.5 ат.%. Вертикальные линии соответствуют межзонным переходам для InSb: 1 и 2 - [image: image3.png]Az = Ay



, 4 – [image: image5.png]X, =X,



, 5 и 6 - [image: image7.png]L. —Ls



. Кривая А соответствует Ts = 25°C, B - 150°C, C - 200°C, D - 250°C.



При комнатной температуре нанесения слоев пики в спектре отражения (рис.1) не наблюдаются, что может говорить о поликристаллической (аморфной) структуре слоя. Для слоев с Ts = 150°С появляются слабо выраженные особенности спектров, которые примерно совпадают с пиками монокристаллического InSb [1]. Можно полагать, что структура слоя сильно нарушена, а 150°С - это температура нанесения, соответствующая переходу от поликристаллической к монокристаллической структуре. С повышением температуры нанесения до 200 и 250°С в спектре появляются четкие пики 1-2 и 4, а также повышается их интенсивность. Наблюдаются также особенности резонансного типа вблизи значений энергии кванта около ширины запрещенной зоны GaAs. Это происходит из-за того, что зондируемое излучение проходит до подложки из-за небольшой толщины слоя InSb:Fe (30 – 40 нм). Проведенное исследование позволяет оптимизировать процесс нанесения ферромагнитных полупроводниковых слоев.
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